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1. 

20 Maret 
2023 

Pendahuluan 
- Koordinasi kuliah online 
- Orientasi materi 
- Aturan main kelas 

4  

 
 

2. 
27 Maret 

2023 
Pengantar komponen pasif dan aktif 
Teori Rangkaian elektronika 
(Tugas 1 : Teori Transistor) 

4  

 

3. 

3 April 
2023 

Semikonduktor,  
Pengantar Transistor, 
Cara kerja transistor BJT 
Cara kerja transistor MOSFET 

3  

 

4. 

10 April 
2023 

Pemberian Bias pada transistor  
Titik kerja / Daerah kerja transistor (aktif, jenuh, terpancung) 
Latihan soal-soal 

4  

 

5. 

17 April 
2023 

Pemberian Bias pada transistor untuk 
konfigurasi Common Base, Common Emitor 

3  

 
 

6. 

8 Mei 
2023 

Pemberian Bias pada transistor untuk konfigurasi Common 
Base, Common Colector dan faktor stabilitas Ic 
Latihan soal dan Tugas 

4  

 

7. 
15 Mei 
2023 

Penguat Transistor konfigurasi Common Base, Common Emitor 
Latihan soal 

4  
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2023 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 
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2022 Feed back positif 4 
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2023 Oscillator 4 

 

 
 
 

12 26 Juni 
2023 Filter Aktif 4 

 

 
 

13 3 Juli 
2023 Oscillator frekwensi rendah & tinggi 4 

 

 
 

14 10 Juli 
2023 MOS sebagai saklar elektronik 4 

 

 
 

15 17 Juli 
2023 Quiz UAS 4 

 

 
 

16 24 Juli 
2023 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 4 
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ELEKTRONIKA ANALOG

•

Irmayani
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Transistor (BJT & UJT)



TRANSISTOR BJT
Jenis komponen aktif, dari bahan semi konduktor.

Notasi : Q

Asal kata : Transfer, Resistor
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http://elektronik4.blogspot.com/2008/08/komponen-aktif-dan-komponen-pasif.html
http://elektronik4.blogspot.com/2008/09/semi-konduktor.html


Fungsi Transistor

Sebagai penguat / amplifier

• Sebagai sakelar otomatis untuk mengalirkan &

mematikan arus

• Sebagai pembangkit getaran frekuensi radio

(osilator)

• Sebagai stabilisator pada adaptor
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Transistor
BJT (Bipolar Junction Transistor) adalah salah satu dari dua jenis

transistor. Cara kerja BJT dapat dibayangkan sebagai dua dioda yang

terminal positif atau negatifnya berdempet, sehingga ada tiga

terminal. Ketiga terminal tersebut adalah emiter (E), kolektor (C), dan

basis (B).

Basis adalah pengendali (control) arus yang akan mengalir melalui

Colector dan Emiter. Makin besar arus yang mengalir antara Basis

dan Emiter (arus basis atau iB) maka makin besar pula arus yang

mengalir antara Colector dan Emiter (arus colector atau iC), hingga

pada harga tertentu arus antara Emiter dan Colector mencapai

maksimal (transistor pada kondisi jenuh).
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http://id.wikipedia.org/wiki/Transistor_Bipolar


STRUKTUR & SIMBOL 
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http://1.bp.blogspot.com/-hW4FQCS77pc/TrKBlnOcfSI/AAAAAAAAAoo/4R_uAbjhBp4/s1600/prinsip+kerja+transistor.gif
http://1.bp.blogspot.com/-hW4FQCS77pc/TrKBlnOcfSI/AAAAAAAAAoo/4R_uAbjhBp4/s1600/prinsip+kerja+transistor.gif


TRANSISTOR
Transistor BJT tipe PNP

Konstruksi Transistor PNP Simbol
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TRANSISTOR

Gambar Transistor NPN Simbol
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TRANSISTOR : Bipolar Junction Transistor

• Konstruksi
Transistor adalah piranti semikonduktor tiga
terminal yang dibangun dari :
• dua material tipe p dan satu material tipe n, atau 
• dua material tipe n dan satu material tipe p. 

n np

B

CE

Heavily doped

p pn

B

CE
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BJT

n np

B

CE

Heavily doped

p pn

B

CE
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BJT : Operasi Transistor 
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BJT
• Total arus dari terminal emitter sama dengan arus
pada terminal collector ditambah arus pada
terminal basis.
• IE = IC + IB

• Arus collector IC terdiri dari dua komponen, yang
berasal dari majority carrier dan minority carrier.
Arus dari minority carrier disebut dengan ICO
(arus collector dengan terminal emitter open).
• IC =ICmajority +ICO

• ICO bernilai sangat kecil dan umumnya bisa
diabaikan
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BJT
• Tegangan base-emitter (VBE) bisa dianggap sebagai

variabel pengontrol dalam menentukan operasi transistor.
Arus collector dikaitkan dengan tegangan VBE (Ebers-Moll
/ Shockley equation):

Arus collector IC proporsional terhadap arus IB dengan hubungan:

IC = β IB
IC = α IE
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BJT
• Data spesifikasi transistor (dari pabrik) di-set nilai

maksimum yang tidak boleh dilampaui dalam operasi.
Spesifikasi ini memberi batasan operasi transistor dalam
rangkaian.

• Contoh spesifikasi transistor silikon 2N2222
• Collector-Base Voltage = 60 v
• Collector-Emitter Voltage = 30 v
• Base-Emitter Voltage = 5 v
• Power dissipation = 500 mW
• Temperature 125 C
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BJT : Konfigurasi
• Common Base

Arah arus yang ditunjukkan adalah arah 
arus konvensional ( sesuai pergerakan 
holes)

Daerah operasi: 
1. Cut-off
2. Aktif
3. saturasi
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Bias padaTransistor
Pemberian tegangan kerja dari transistor.

Jika digunakan untuk jenis NPN, maka tegangan Vcc positif.
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Transistor
Arus Ib (misalnya Ib1) yang diberikan dengan mengatur Vb akan memberikan

titik kerja pada transistor. Pada saat itu transistor akan menghasilkan arus

collector (Ic) sebesar Ic dan tegangan Vce sebesar Vce1. Titik Q (titik kerja

transistor) dapat diperoleh dari persamaan sebagai berikut :

Persamaan garis beban = Y = Vce = Vcc – Ic x RL

Jadi untuk Ic = 0, maka Vce = Vcc dan

untuk Vce = 0, maka diperoleh Ic = Vcc/RL

Apabila harga-harga untuk Ic dan Ice sudah diperoleh, maka dengan

menggunakan karakteristik transistor yang bersangkutan, akan diperoleh titik

kerja transistor atau titik Q.
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